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본 발명은 기판과; 서로 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트 및 데이터 배선과; 상기 화소영역 내에 상기 게이

트 및 데이터 배선과 연결되며 형성되며, 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극과 유기 반도체층과 게이트 절연막

과 게이트 전극과 제 1 자기 조립 단분자층으로 구성된 유기 박막트랜지스터와; 상기 화소영역 상에 상기 드레인

전극과 연결되며 형성된 화소전극을 포함하며, 상기 제 1 자기 조립 단분자층은 상기 소스 및 드레인 전극과 상

기 유기 반도체층 사이에 상기 헤드그룹은 상기 소스 및 드레인 전극과 상기 엔드그룹은 상기 유기 반도체층과

각각 접촉하도록 구성되며, 상기 엔드그룹은 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는 주기율표에서 1족 그룹에 속

하는 화학물질 중에서 선택되는 하나의 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판을 제공

한다.

대 표 도 - 도3
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특허청구의 범위

청구항 1 

기판과;

서로 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트 및 데이터 배선과;

상기 화소영역 내에 상기 게이트 및 데이터 배선과 연결되며 형성되며, 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극과

유기 반도체층과 게이트 절연막과 게이트 전극과 제 1 자기 조립 단분자층으로 구성된 유기 박막트랜지스터와;

상기 화소영역 상에 상기 드레인 전극과 연결되며 형성된 화소전극

을 포함하며, 상기 제 1 자기 조립 단분자층은 상기 소스 및 드레인 전극과 상기 유기 반도체층 사이에 상기 헤

드그룹은 상기 소스 및 드레인 전극과 상기 엔드그룹은 상기 유기 반도체층과 각각 접촉하도록 구성되며, 상기

엔드그룹은 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는 주기율표에서 1족 그룹에 속하는 화학물질 중에서 선택되는

하나의 물질로 이루어진 것을 특징으로 하는 액정표시장치용 어레이 기판. 

청구항 2 

제 1 항에 있어서,

상기 엔드그룹이 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수)으로 이루어진 경우 유기 반도체층은 p타입의 유기 반도체 물

질로 이루어진 것이 특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 3 

제 2 항에 있어서,

상기 p타입의 유기 반도체 물질은 펜타신(pentacene) 또는 폴리사이오펜(polythiophene)인 것이 특징인 액정표

시장치용 어레이 기판.

청구항 4 

제 2 항에 있어서,

상기 소스 및 드레인 전극은 금(Au) 또는 인듐-틴-옥사이드(ITO)로 이루어진 것이 특징인 액정표시장치용 어레

이 기판.

청구항 5 

제 4 항에 있어서,

상기 헤드그룹은 사이올기(-SH) 또는 시안기(-CN)로 구성된 것이 특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 6 

제 1 항에 있어서,

상기 엔드그룹이 주기율표에 있어 17족 그룹에 속한 화학물질로 이루어진 경우 상기 유기 반도체층은 n타입의

유기 반도체 물질로 이루어진 것이 특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 7 

제 6 항에 있어서,

상기 17족 그룹에 속한 화학물질은 리튬(Li) 또는 나트륨(Na)인 것이 특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 8 

제 6 항에 있어서,

상기 n타입의 유기 반도체 물질은, Carbon nanotube, C60, Fluorinated tetracyanoquinodimethane(TCNQ)계열,

Fluorinated  1,4,5,8-naphthalene  tetracarboxylic  dianhydride(NTCDA)계열,  N-N'  diphenyl-3,4,9,10
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perylene tetracarboxylic diimide (PTCDI-ph)계열 및 이의 Fluorinated(수소 자리에 Fluoro가 치환된 형태)물

질, Fluorinated copper phthalocyanine (F16CuPc) 중에서 선택되는 하나인 것이 특징인 액정표시장치용 어레이

기판.

청구항 9 

제 6 항에 있어서,

상기 소스 및 드레인 전극은 알루미늄(Al) 또는 은(Ag)으로 이루어진 것이 특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 10 

제 9 항에 있어서,

상기 소스 및 드레인 전극이 상기 알루미늄(Al)으로 이루어진 경우는 상기 헤드그룹은 실란기(-SiCl3)로 구성되

며, 상기 은(Ag)으로 이루어진 경우는 사이올기(-SH) 또는 시안기(-CN)로 구성된 것이 특징인 액정표시장치용

어레이 기판.

청구항 11 

제 1 항에 있어서,

상기 유기 박막트랜지스터는,

상기 기판 상에 상기 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극과, 상기 제 1 자기 조립 단분자층과, 상기 유기 반도

체층과, 상기 게이트 절연막과, 상기 게이트 전극의 순서로 적층 형성되어 탑 게이트 구조를 이루는 것이 특징

인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 12 

제 11 항에 있어서,

상기 유기 박막트랜지스터 상부에는 상기 게이트 전극을 노출시키는 게이트 콘택홀과 상기 화소전극을 노출시키

는 오픈부를 갖는 보호층이 더욱 형성된 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 13 

제 1 항에 있어서,

상기 유기 박막트랜지스터는,

상기 기판 상에 상기 게이트 전극과, 상기 게이트 절연막과, 상기 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극과, 상기

제 1 자기 조립 단분자층과, 상기 유기 반도체층의 순서로 적층 형성됨으로써 보텀 게이트 구조를 이루는 것이

특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 14 

제 1 항에 있어서,

상기 소스 및 드레인 전극의 이격영역에는 상기 제 1 자기 조립 단분자층과 동일한 엔드그룹을 갖는 제 2 자기

조립 단분자층이 더욱 형성된 것이 특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 15 

제 1 항에 있어서,

상기 유기 박막트랜지스터 하부에는 전면에 무기절연물질로 이루어진 버퍼층이 더욱 형성된 것이 특징인 액정표

시장치용 어레이 기판.

청구항 16 

제 1 항에 있어서,
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상기 주사슬부분은 8개 내지 15개의 탄소로 이루어진 것이 특징인 액정표시장치용 어레이 기판.

청구항 17 

제 1 대상물과 제 2 대상물 사이에 개재되어 상기 제 1 및 제 2 대상물 간의 접착특성을 향상시키는 것을 특징

으로 하는 자기 조립 단분자 물질에 있어서,

상기 제 1 대상물과 접촉하는 헤드그룹과;

상기 제 1 대상물과 연결되는 주사슬부분과;

상기 주사슬부분과 연결되며 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는 주기율표상에서 1족 그룹에 속하는 화학물

질로 이루어진 엔드그룹

으로 구성되는 것을 특징으로 하는 자기 조립 단분자 물질.

청구항 18 

제 17 항에 있어서,

상기 헤드그룹은 사이올기(-SH), 시안기(-CN), 실란기(-SiCl3) 중 선택되는 어느 하나로 구성된 것이 특징인 자

기 조립 단분자 물질.

청구항 19 

제 17 항에 있어서,

상기 주사슬부분은 8개 내지 15개의 탄소사슬로 구성된 것이 특징인 자기 조립 단분자 물질.

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치용 어레이 기판에 관한 것으로, 좀 더 자세하게는 유기 반도체 물질을 반도체층으로 하<20>

는 유기박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판 및 이의 제조방법에 관한 것이다.

근래에  들어  사회가  본격적인  정보화  시대로  접어듦에  따라  대량의  정보를  처리  및  표시하는  디스플레이<21>

(display) 분야가 급속도로 발전해 왔고, 최근에는 특히 박형화, 경량화, 저소비전력화의 우수한 성능을 지닌

박막트랜지스터(Thin  Film  Transistor  :  TFT)형 액정표시장치(TFT-LCD)가 개발되어 기존의 브라운관(Cathode

Ray Tube : CRT)을 대체하고 있다.

액정표시장치의 화상 구현원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용하는 것으로, 주지된 바와 같이 액정<22>

은 분자구조가 가늘고 길며 배열에 방향성을 갖는 광학적 이방성과 전기장 내에 놓일 경우에 그 크기에 따라 분

자배열 방향이 변화되는 분극성질을 띤다. 이에 액정표시장치는 액정층을 사이에 두고 서로 마주보는 면으로 각

각 화소전극과 공통전극이 형성된 어레이 기판(array substrate)과 컬러필터 기판(color filter substrate)을

합착시켜 구성된 액정패널을 필수적인 구성요소로 하며, 이들 전극 사이의 전기장 변화를 통해서 액정분자의 배

열방향을 인위적으로 조절하고 이때 변화되는 빛의 투과율을 이용하여 여러 가지 화상을 표시하는 비발광 소자

이다.

최근에는 특히 화상표현의 기본단위인 화소(pixel)를 행렬 방식으로 배열하고 스위칭 소자를 각 화소에 배치시<23>

켜 독립적으로 제어하는 능동행렬방식(active matrix type)이 해상도 및 동영상 구현능력에서 뛰어나 주목받고

있는데, 이 같은 스위칭 소자로 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor : TFT)를 사용한 것이 잘 알려진 TFT-

LCD(Thin Firm Transistor Liquid Crystal Display device)이다.

좀 더 자세히, 일반적인 액정표시장치의 분해사시도인 도 1을 참조하여 설명하면, 도시한 바와 같이, 액정층<24>

(30)을 사이에 두고 어레이 기판(10)과 컬러필터 기판(20)이 대면 합착된 구성을 갖는데, 이중 하부의 어레이
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기판(10)은 제 1 투명한 기판(12)의 상면으로 종횡 교차 배열되어 다수의 화소영역(P)을 정의하는 복수개의 게

이트 배선(14)과 데이터 배선(16)을 포함하며, 이들 두 배선(14, 16)의 교차지점에는 박막트랜지스터(T)가 구비

되어 각 화소영역(P)에 마련된 화소전극(18)과 일대일 대응 접속되어 있다.

또한, 상기 어레이 기판(10)과 마주보는 상부의 컬러필터 기판(20)은 제 2 투명기판(22)의 배면으로 상기 게이<25>

트 배선(14)과 데이터 배선(16) 그리고 박막트랜지스터(T) 등의 비표시영역을 가리도록 각 화소영역(P)을 테두

리하는 격자 형상의 블랙매트릭스(25)가 형성되어 있으며, 이들 격자 내부에서 각 화소영역(P)에 대응되게 순차

적으로 반복 배열된 적, 녹, 청색 컬러필터층(26)이 형성되어 있으며, 상기 블랙매트릭스(25)와 적, 녹 ,청색

컬러필터층(26)의 전면에 걸쳐 투명한 공통전극(28)이 구비되어 있다.

그리고, 도면상에 도시되지는 않았지만, 이들 두 기판(10, 20)은 그 사이로 개재된 액정층(30)의 누설을 방지하<26>

기 위하여 가장자리 따라 실란트(sealant)로써 씰패턴이 형성됨으로써 봉함(封函)된 상태를 이루고 있으며, 각

기판(10, 20)과 액정층(30)의 경계부분에는 액정의 분자배열 방향에 신뢰성을 부여하는 상, 하부 배향막이 개재

되며, 각 기판(10, 20)의 적어도 하나의 외측면에는 편광판이 구비되어 있다.    

또한, 상기 어레이 기판(10)의 외측면으로는 백라이트(back-light)가 구비되어 빛을 공급하는 바, 게이트 배선<27>

(14)으로 박막트랜지스터(T)의 온(on)/오프(off) 신호가 순차적으로 스캔 인가되어 선택된 화소영역(P)의 화소

전극(18)에 데이터 배선(16)의 화상신호가 전달되면 이들 사이의 수직전계에 의해 그 사이의 액정분자가 구동되

고, 이에 따른 빛의 투과율 변화로 여러 가지 화상을 표시할 수 있다.

한편, 이 같은 액정표시장치(1)에 있어 상기 어레이 기판(10)과 컬러필터 기판(20)의 모체가 되는 제 1 및 제 2<28>

투명기판(12, 22)은 전통적으로 유리 기판이 사용되었지만, 최근 들어 노트북이나 PDA와 같은 소형의 휴대용 단

말기가 널리 보급됨에 따라 이들에 적용 가능하도록 유리보다 가볍고 경량임과 동시에 유연한 특성을 지니고 있

어 파손위험이 적은 플라스틱 기판을 이용한 액정패널이 소개된 바 있다.

하지만, 플라스틱 기판을 이용한 액정패널은 액정표시장치의 제조 특성상 특히 스위칭 소자인 박막 트랜지스터<29>

가 형성되는 어레이 기판의 제조에는 200℃ 이상의 고온을 필요로 하는 공정이 많아 내열성 및 내화학성이 유리

기판보다 떨어지는 플라스틱 기판으로 상기 어레이 기판을 제조하는 데에는 어려움이 있어, 상부의 컬러필터 기

판만을 플라스틱 기판으로 제조하고 하부의 어레이 기판은 통상적인 유리 기판을 이용하여 액정표시장치를 제조

하고 있는 실정이다.

특히,  반도체층의  형성에  있어  일반적으로 반도체층으로 이용되는 비정질실리콘(a-Si)이나  폴리실리콘(Poly-<30>

Si)을 이용하여 200℃이하의 저온 공정에 의해 형성하게 될 경우 그 반도체적 특성이 저하되고, 자체 결함이 많

아 스위칭 소자로서의 역할을 제대로 실행하지 못하는 문제가 있다. 

따라서, 이러한 문제를 해결하고자 최근에는 플라스틱 재질의 기판상에 유기 반도체 물질을 반도체층으로 구성<31>

하여 200℃ 이하의 저온 공정을 진행한 것을 특징으로 한 플랙서블(flexible)한 특성을 갖는 박막트랜지스터 어

레이 기판이 제안되었다.

도 2는 종래의 유기 반도체층을 갖는 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판에 있어, 유<32>

기 반도체층까지 형성한 상태의 하나의 화소영역을 도시한 단면도이다.

도시한 바와같이, 플라스틱 또는 유리 재질의 투명한 절연기판(51)상에 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극(55,<33>

57)이 형성되어 있으며, 상기 소스 전극(57)과 연결되며 일방향으로 연장하는 데이터 배선(미도시)이 형성되어

있다. 

다음, 상기 소스 및 드레인 전극(55, 57)과 데이터 배선(미도시) 위로 화소영역에는 상기 드레인 전극의 일끝단<34>

과 접촉하며 투명 도전성 물질로써 화소전극(60)이 형성되어 있으며, 상기 소스 및 드레인 전극(55, 57)과 동시

에 접촉하며 이들 두 전극(55, 57)의 사이의 이격영역에 유기 반도체층(63)이 형성되어 있다.

하지만 유기 반도체 물질을 이용하여 전술한 구성을 포함하는 어레이 기판을 완성하는 경우, 상기 유기 반도체<35>

층과 이와 접촉하는 소스 및 드레인 전극간의 접촉저항이 일반적인 비정질 실리콘으로 이루어진 반도체층과 소

스 및 드레인 전극과의 접촉대비 매우 크게되며, 금속물질과 유기 반도체 물질간의 접촉 특성이 좋지않아 특히

코팅에 의해 상기 유기 반도체층을 상기 소스 및 드레인 전극 및 이들 두 전극 사이의 이격영역에 형성하였을

경우, 추후 공정 진행 중 상기 유기 반도체층이 상기 소스 및 드레인 전극 표면에서 떨어지는 등의 문제가 발생

하고 있는 실정이다.

반도체층과 소스 및 드레인 전극간의 접촉 저항이 커지게 되면, 구동 전압 등을 높여야 하기 때문에 전력소비가<36>

- 5 -

공개특허 10-2008-0092705



커지게 되는 바, 현재 표시장치가 추구하는 경량박형 및 저전력소비 특성 추세에 역행하게 되는 바, 소비자로부

터 외면 받을 우려가 있다.     

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

전술한 문제를 해결하기 위한 본 발명은 유기 반도체층과 소스 및 드레인 전극 간의 접촉저항을 작게하는 동시<37>

에 접착특성을 향상시키는 것을 특징으로 하는 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판을

제공하는 것을 그 목적으로 한다. 

    발명의 구성 및 작용

상기와 같은 목적을 달성하기 위한 유기 반도체 반도체층을 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판은, 기판과;<38>

서로 교차하여 화소영역을 정의하는 게이트 및 데이터 배선과; 상기 화소영역 내에 상기 게이트 및 데이터 배선

과 연결되며 형성되며, 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극과 유기 반도체층과 게이트 절연막과 게이트 전극과

제 1 자기 조립 단분자층으로 구성된 유기 박막트랜지스터와; 상기 화소영역 상에 상기 드레인 전극과 연결되며

형성된 화소전극을 포함하며, 상기 제 1 자기 조립 단분자층은 상기 소스 및 드레인 전극과 상기 유기 반도체층

사이에 상기 헤드그룹은 상기 소스 및 드레인 전극과 상기 엔드그룹은 상기 유기 반도체층과 각각 접촉하도록

구성되며, 상기 엔드그룹은 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는 주기율표에서 1족 그룹에 속하는 화학물질

중에서 선택되는 하나의 물질로 이루어진 것을 특징으로 한다.

이때, 상기 엔드그룹이 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수)으로 이루어진 경우 유기 반도체층은 p타입의 유기 반<39>

도체  물질로  이루어지며,  이때  상기  p타입의  유기  반도체  물질은  펜타신(pentacene)  또는  폴리사이오펜

(polythiophene)인 것이 특징이며, 이때, 상기 소스 및 드레인 전극은 금(Au) 또는 인듐-틴-옥사이드(ITO)로 이

루어지며, 상기 헤드그룹은 사이올기(-SH) 또는 시안기(-CN)로 구성된 것이 특징이다. 

또한, 상기 엔드그룹이 주기율표에 있어 17족 그룹에 속한 화학물질로 이루어진 경우 상기 유기 반도체층은 n타<40>

입의 유기 반도체 물질로 이루어지며, 이때 상기 17족 그룹에 속한 화학물질은 리튬(Li) 또는 나트륨(Na)이며,

상기 n타입의 유기 반도체 물질은, Carbon nanotube, C60, Fluorinated tetracyanoquinodimethane(TCNQ)계열,

Fluorinated  1,4,5,8-naphthalene  tetracarboxylic  dianhydride(NTCDA)계열,  N-N'  diphenyl-3,4,9,10

perylene tetracarboxylic diimide (PTCDI-ph)계열 및 이의 Fluorinated(수소 자리에 Fluoro가 치환된 형태)물

질, Fluorinated copper phthalocyanine (F16CuPc) 중에서 선택되는 하나인 것이 특징이다. 또한, 이때 상기 소

스 및 드레인 전극은 알루미늄(Al) 또는 은(Ag)으로 이루어지며,상기 소스 및 드레인 전극이 상기 알루미늄(A

l)으로 이루어진 경우는 상기 헤드그룹은 실란기(-SiCl3)로 구성되며, 상기 은(Ag)으로 이루어진 경우는 사이올

기(-SH) 또는 시안기(-CN)로 구성된 것이 특징이다. 

또한, 상기 유기 박막트랜지스터는, 상기 기판 상에 상기 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극과, 상기 제 1 자<41>

기 조립 단분자층과, 상기 유기 반도체층과, 상기 게이트 절연막과, 상기 게이트 전극의 순서로 적층 형성되어

탑 게이트 구조를 이루는 것이 특징이며, 이때 상기 유기 박막트랜지스터 상부에는 상기 게이트 전극을 노출시

키는 게이트 콘택홀과 상기 화소전극을 노출시키는 오픈부를 갖는 보호층이 더욱 형성된 것이 특징이다. 

또한, 상기 유기 박막트랜지스터는, 상기 기판 상에 상기 게이트 전극과, 상기 게이트 절연막과, 상기 서로 이<42>

격하는 소스 및 드레인 전극과, 상기 제 1 자기 조립 단분자층과, 상기 유기 반도체층의 순서로 적층 형성됨으

로써 보텀 게이트 구조를 이루는 것이 특징이다. 

또한, 상기 소스 및 드레인 전극의 이격영역에는 상기 제 1 자기 조립 단분자층과 동일한 엔드그룹을 갖는 제 2<43>

자기 조립 단분자층이 더욱 형성된 것이 특징이며, 상기 유기 박막트랜지스터 하부에는 전면에 무기절연물질로

이루어진 버퍼층이 더욱 형성된 것이 특징이다.

또한, 상기 주사슬부분은 8개 내지 15개의 탄소로 이루어진 것이 특징이다.<44>

본 발명에 따른 제 1 대상물과 제 2 대상물 사이에 개재되어 상기 제 1 및 제 2 대상물 간의 접착특성을 향상시<45>

키는 것을 특징으로 하는 자기 조립 단분자 물질은, 상기 제 1 대상물과 접촉하는 헤드그룹과; 상기 제 1 대상

물과 연결되는 주사슬부분과; 상기 주사슬부분과 연결되며 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는 주기율표상에

서 1족 그룹에 속하는 화학물질로 이루어진 엔드그룹으로 구성되는 것을 특징으로 한다.

이때, 상기 헤드그룹은 사이올기(-SH), 시안기(-CN), 실란기(-SiCl3) 중 선택되는 어느 하나로 구성되며, 상기<46>
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주사슬부분은 8개 내지 15개의 탄소사슬로 구성된 것이 특징이다. 

이하 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.<47>

<제 1 실시예><48>

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의<49>

화소영역에 대한 단면도이다. 이때 설명의 편의를 위해 상기 화소영역 내에 스위칭 소자인 유기 박막트랜지스터

가 형성되는 영역을 스위칭 영역이라 정의한다.

도시한 바와 같이, 플라스틱 또는 유리 재질의 투명한 절연기판(101) 상에 일방향으로 연장하며 데이터 배선(미<50>

도시)이 형성되어 있으며, 스위칭 영역(TrA)에는 서로 이격하며 소스 및 드레인 전극(110, 115)이 형성되어 있

다. 이때 상기 소스 전극(110)과 상기 데이터 배선(미도시)은 서로 연결되고 있다. 이때, 상기 소스 및 드레인

전극(113, 115)과 데이터 배선(미도시) 하부에는 기판(101) 전면에 무질절연물질 예를들면 산화실리콘(SiO2) 또

는 질화실리콘(SiNx)으로써 버퍼층(미도시)이 더욱 형성될 수도 있다. 이는 상기 기판(101)과 상기 금속재질의

소스 및 드레인 전극(113, 115)과 데이터 배선(미도시)의 접착력을 향상시키기 위함이다. 

한편, 상기 소스 및 드레인 전극(113, 115)은 금(Au), 은(Ag), 알루미늄(Al), 인듐-틴-옥사이드(ITO) 중 선택되<51>

는 하나로 이루어지고 있다. 이때, 비교적 높은 일함수 값을 갖는 도전성 물질인 금(Au)과 인듐-틴-옥사이드

(ITO)는 p타입의 유기 반도체 물질로 유기 반도체층이 구성될 경우, 은과 알루미늄(Al)은 주로 n타입의 유기 반

도체층이 구성될 경우 각각 소스 및 드레인 전극(113, 115)을 이루게 된다.

또한, 상기 화소영역(P)에는 상기 드레인 전극(115)과 접촉하며, 투명 도전성 물질로써 화소전극(118)이 형성되<52>

고 있다.

상기 소스 및 드레인 전극(113, 115)의 서로 마주하는 끝단 상부를 포함하여 이들 두 전극(113, 115) 사이의 이<53>

격영역에는 n타입 또는 p타입의 유기 반도체층(131)이 형성되어 있으며, 본 발명의 가장 특징적인 것으로 상기

소스  및  드레인  전극(113,  115)과  상기  유기  반도체층(131)  사이에는  자기  조립  단분자(self-assembled

monolayer: SAM)층(120)이 형성되어 있다.

이때, 상기 자기 조립 단분자층(120)은 이와 접촉하며 형성된 상기 유기 반도체층(131)의 타입에 따라 서로 다<54>

른 구성을 갖는 것이 특징이다.

한편, 자기 조립 단분자층의 구조에 대해 도 4a와 도 4b를 참조하여 살펴보면, 자기 조립 단분자층(120)의 기본<55>

적인 구조는 도시한 바와 같이, 크게 3부분으로 이루어지고 있다. 특정 물질층의 표면과 결합할 수 있는 작용기

를 갖는 헤드그룹(HG)과 길게 늘어진 구조의 주사슬부분(MCG)과, 마지막으로 상기 주사슬 부분(MCG)의 끝단에

붙어있는 기능성을 부여할 수 있는 기능기로 이루어진 엔드그룹(EG)로 구성됨을 특징으로 한다. 이때, 상기 주

사슬부분(MCG)은 주로 탄소로 이루어지며, 본 발명에 이용되는 자기 조립 단분자층(120)의 경우 8개 내지 15개

의 탄소가 사슬을 이루고 있는 것이 특징이다.

헤드그룹(HG)은 하부의 소스 및 드레인 전극(113, 115)을 이루는 금속재질이 금(Au), 은(Ag), 인듐-틴-옥사이드<56>

(ITO) 중 하나로 이루어진 경우, 이들 금속물질과 잘 반응하는 화학물질인 사이올기(-SH)나 시안기(-CN)가 형성

되고  있으며,  상기  소스  및  드레인  전극(113,  115)을  이루는  금속재질이  알루미늄(Al)인  경우는  실란기(-

SiCl3)가 형성되고 있는 것이 특징이다. 

한편, 본 발명의 가장 특징적인 부분으로 상기 자기 조립 단분자층(120)을 이루는 자기 조립 단분자의 엔드그룹<57>

(EG)을 살펴보면, 도 4a에 도시한 바와 같이, 그 상부에 이와 접촉하며 형성되는 유기 반도체층(131)이 p타입의

유기 반도체 물질로 이루어진 경우, 화학 주기율표상에서 전자 친화도가 가장 높은 화학물질인 17족 그룹을 구

성하는 물질로써 플로로 계열의 화학물질 예를들면 CFn(n은 자연수, 일례로  CF2, CF3 등)으로 이루어지고 있는

것이 특징이다. 

또한, 도 4b에 도시한 바와 같이, 상기 유기 반도체층(131)이 n타입의 유기 반도체 물질로 이루어진 경우, 상기<58>

자기 조립 단분자의 엔드그룹(EG)은 화학 주기율표 상에서 전기 음성도가 가장 높은 화학물질인 1족 그룹을 구

성하는 물질로써 예를들면 리튬(Li) 또는 나트륨(Na)으로 구성되어 있는 것이 특징이다.

다시 도 3을 참조하면, 전술한 바와같은 엔드그룹을 갖는 것을 특징으로 하는 자기 조립 단분자층(120) 상부에<59>

는  n타입  유기  반도체  물질  예를들면  Carbon  nanotube,  C60,  Fluorinated

tetracyanoquinodimethane(TCNQ)계열,  Fluorinated  1,4,5,8-naphthalene  tetracarboxylic  dianhydride(NTCD
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A)계열, N-N' diphenyl-3,4,9,10 perylene tetracarboxylic diimide (PTCDI-ph)계열 및 이의 Fluorinated(수

소자리에 Fluoro가 치환된 형태임.)물질, Fluorinated copper phthalocyanine (F16CuPc) 중 선택된 하나의 물질

로 이루어진 유기 반도체층(131) 또는 p타입 유기 반도체 물질 예를들면 펜타신(pentacene) 또는 폴리사이오펜

(polythiophene)으로 이루어진 유기 반도체층(131)이 형성되어 있으며, 상기 유기 반도체층(131) 상부에는 유기

절연물질  예를들면  플루오루폴리머(fluoropolymer)로  이루어지거나 또는 무기 절연물질 예를들면 산화실리콘

(SiO2) 또는 질화실리콘(SiNx)으로 이루어진 게이트 절연막(136)이 형성되어 있다.

다음, 상기 게이트 절연막(136) 위로 스위칭 영역(TrA)에는 상기 유기 반도체층(131)과 중첩하며 게이트 전극<60>

(141)이 형성되어 있다. 이때 스위칭 영역(TrA)에 있어서 서로 중첩되며 형성된 상기 소스 및 드레인 전극(113,

115)과, 자기 조립 단분자층(120)과, 유기 반도체층(131)과, 게이트 절연막(136)과, 게이트 전극(141)은 유기

박막트랜지스터(Tr)를 이루게 된다.

한편,  상기 게이트 전극(141)  위로 상기 게이트 전극(141)을 노출시키는 게이트 콘택홀(153)을 갖는 보호층<61>

(150)이 형성되어 있으며, 상기 보호층(150) 위로 상기 데이터 배선(미도시)과 교차하여 화소영역(P)을 정의하

는 게이트 배선(160)이 형성되어 있다. 이때 상기 게이트 배선(160)은 상기 게이트 콘택홀(153)을 통해 상기 게

이트 전극(141)과 접촉하는 것이 특징이다.

전술한 구성을 갖는 본 발명에 따른 유기 박막트랜지스터(Tr)를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판(101)은<62>

유기 반도체층(131)과 서로 이격하는 소스 및 드레인 전극(113, 115) 사이에 그 상부에 위치하는 상기 유기 반

도체층(131)의 타입에 따라 그 특성을 달리하는 특정 화학물질로 이루어진 엔드그룹을 갖는 자기 조립 단분자층

(120)이 더욱 형성되어 상기 소스 및 드레인 전극(113, 115)과 상기 유기 반도체층(131) 간의 계면특성 및 저항

특성을 향상시킴으로써 최종적으로 상기 유기 박막트랜지스터(Tr)의 인가된 전압에 따른 통전 특성을 향상시켜

구동전압을 낮추는 효과를 갖는다.

<제 2 실시예><63>

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의<64>

화소영역에 대해 단면도이다.

본 발명의 제 2 실시예의 경우, 스위칭 영역을 제외한 타 영역에 있어서는 전술한 제 1 실시예와 동일한 구성요<65>

소를 가지며, 동일한 구성요소에 대해서는 제 1 실시예에 부여된 도면부호에 100을 더하여 도면부호를 부여하였

으며 제 1 실시예와 차별점이 있는 부분에 대해서만 설명한다.  

전술한  제  1  실시예에  있어서는  자기  조립  단분자층이  소스  및  드레인  전극과  유기  반도체층  사이에만<66>

존재하고, 상기 소스 및 드레인 전극 사이의 이격영역에는 존재하지 않아 상기 유기 반도체층과 기판 또는 버퍼

층이 접촉하며 형성되고 있지만, 본 발명의 제 2 실시예에 있어서는 소스 및 드레인 전극(210, 215)과 유기 반

도체층(231) 사이에 제 1 자기 조립 단분자층(220)이, 그리고 상기 소스 및 드레인 전극(210, 215) 사이의 이격

영역에 있어서는 기판(201)과 접촉하며 제 2 자기 조립 단분자층(222)이 형성되고 있는 것이 특징이다.

이때,  상기  제  1  자기  조립  단분자층(220)은  전술한  제  1  실시예의  자기  조립  단분자층과  동일한  구조를<67>

갖는다. 즉, 엔드그룹은 상기 유기 반도체층의 타입에 따라 화학 주기율표 상에서 17족 그룹을 구성하는 물질로

써 플로로 계열의 화학물질 예를들면 CFn(n은 자연수, 일례로 CF, CF2, CF3 등)으로 이루어지거나 또는 1족 그룹

을 구성하는 나트륨(Na) 또는 리튬(Li)으로 이루어지며, 주사슬 부분은 8개 내지 15개의 탄소로서 사슬을 구성

하며, 상기 소스 및 드레인 전극(210, 215)과 접촉하는 헤드그룹은 상기 소스 및 드레인 전극(215)을 이루는 금

속재질에 따라 금(Au)  또는 은(Ag)인 경우 사이올기(-SH)나 시안기(-CN),  또는 알루미늄(Al)인 경우 실란(-

SiCl3)으로 이루어지고 있는 것이 특징이다.

한편, 제 2 자기 조립 단분자층(222)은 상기 유기 반도체층(231)과 접촉하는 엔드그룹은 상기 제 1 자기 조립<68>

단분자층(220)과 동일하게 상기 유기 반도체층(231)을 이루는 유기 반도체물질의 타입에 따라 p타인 경우 플루

오르 계열의 화학물질 예를들면 CFn(n은 자연수, 일례로서 CF, CF2, CF3 등)으로 이루어지거나 또는 n타입인 경

우 1족 그룹을 구성하는 나트륨(Na) 또는 리튬(Li)으로 이루어지고 있다. 주사슬 부분은 8개 내지 15개의 탄소

로서 사슬을 구성하고 있으며, 기판(201) 또는 버퍼층(미도시)과 접촉하게 되는 헤드부분은 실란기(-SiCl3)으로

이루어지고 있는 것이 특징이다.

그 외의 구성요소에 대해서는 제 1 실시예와 동일한 구성을 가지므로 그 설명은 생략한다.<69>
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도 6은 유기 반도체층 내에서의 I-V 특성을 나타낸 그래프로써 종래의 유기 박막트랜지스터와 같이 유기 반도체<70>

층과 그 상하면에 대해 금속재질의 제 1 및 제 2 전극을 접촉시킨 상태와 본 발명에 따른 유기 박막트랜지스터

와 같이 유기 반도체층과 금속재질의 제 1 및 제 2 전극 사이 각각에 자기 조립 단분자층을 더욱 형성한 상태에

서의 유기 반도체층 내에서의 전류 특성을 나타낸 것이다. 이때, 상기 제 1 및 제 2 전극은 금(Au), 유기 반도

체층은 p타입의 유기 반도체 물질인 펜타신(pentacene)으로 구성하였으며, 자기조립단분자층은 그 엔드그룹이

플루오르계열의 CF3가 되도록 구성하였다. 

제 1 및 제 2 전극 사이에 인가된 전압에 대해 이에 비례하여 유기 반도체층 내의 전류가 증가됨을 보이고 있는<71>

데, 그래프의 기울기가 자기 조립 단분자층을 구비한 쪽이 급한 기울기를 갖게 됨을 알 수 있으며, 동일한 전압

차를 유지한 상태에 있어서, 자기 조립 단분자층을 구비한 쪽이 유기 반도체층과 제 1 및 제 2 전극이 직접 접

촉한 쪽 대비 전류가 약 2.9배정도 더 잘 흐르게 됨을 알 수 있다.

이는 금속재질의 표면에서 보다 실험상에서는 플루오르 계열의 화학물질 또는 나트륨(Na) 또는 리튬(Li)을 엔드<72>

그룹으로 하는 자기 조립 단분자 물질층 상에서 유기 반도체층을 이루는 유기 반도체 물질이 더욱 잘 결정화되

었음을 의미하며, 자기 조립단분자층 형성에 의해 표면 에너지 저하로 유기 반도체 물질 분자가 반델발스 포스

(Van der waals force)가 증가함에 기인한다.

또한, 동일한 전압에 대해 2.9배의 전류가 더욱 잘 통전되는 바, 이는 계면에서의 접촉저항이 그 만큼 감소한<73>

결과가 되므로, 접촉저항의 개선의 효과를 갖게 됨을 알 수 있다.

따라서, 이러한 실험의 결과를 바탕으로 소스 및 드레인 전극과 유기 반도체층 사이에 특정 화학물질을 엔드그<74>

룹으로 하는 자기 조립 단분자층을 구비한 것을 특징으로 하는 본 발명의 제 1 및 제 2 실시예에 따른 유기 박

막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판은 소스 및 드레이 전극과 유기 반도체층 간의 계면에서

접촉저항을 저감시키고, 상기 유기 반도체층의 결정성을 향상시키게 되어 유기 박막트랜지스터의 구동전압을 낮

추고 최종적으로는 유기 박막트랜지스터의 특성을 향상시키는 효과를 갖게 됨을 알 수 있다.   

이후에는 본 발명에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 제조 방법에 대해 설<75>

명한다. 이때, 제 1 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이 기판의 제조 방법의 경우 제 2 실시예에 따른 액정표

시장치용 어레이 기판의 제조 방법에 따른 제조 방법 내에 모두 포함되는 바, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액

정표시장치용 어레이 기판의 제조 방법에 대해서만 설명하기로 한다.

<제조 방법> <76>

도 7a 내지 도 7h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의 화소영역에 대한 제조<77>

단계별 공정 단면도이다.

우선, 도 7a에 도시한 바와같이, 투명한 유리 또는 플라스틱 재질의 절연기판(201) 상에 저저항 특성을 갖는 금<78>

속물질인 금(Au), 은(Ag), 알루미늄(Al) 중 하나를 전면에 증착함으로써 금속층(미도시)을 형성한다. 

이후, 상기 금속층(미도시) 위로 감광성 특성을 갖는 포토레지스트의 도포를 통한 포토레지스트층의 형성, 노광<79>

마스크를 이용한 노광, 노광된 포토레지스트층의 현상 및 제거된 포토레지스트층 외부로 노출된 상기 금속층의

식각 등 일련의 단위 공정 단계를 포함하는 마스크 공정을 진행함으로써 일방향으로 연장하는 데이터 배선(미도

시)을 형성하고, 동시에 각 화소영역(P) 내의 스위칭 영역(TrA)에는 서로 이격하는 소스 전극(213) 및 드레인

전극(215)을 형성한다. 이때 상기 데이터 배선(미도시)과 상기 소스 전극(213)은 서로 연결되도록 형성한다. 

이때, 상기 금속층을 형성하기 전에 산화실리콘 또는 질화실리콘 등의 절연물질을 더욱 증착하여 버퍼층을 형성<80>

할 수도 있다.

다음, 도 7b에 도시한 바와 같이, 상기 데이터 배선과 소스 및 드레인 전극(213, 215) 위로 투명 도전성 물질<81>

예를들면 인듐-틴-옥사이드(ITO) 또는 인듐-징크-옥사이드(IZO)를 전면에 증착하고 이를 패터닝함으로써 각 화

소영역(P)별로 상기 드레인 전극(215)의 타끝단과 접촉하는 화소전극(218)을 형성한다.

이때, 변형예로써 상기 소스 및 드레인 전극(213, 215)을 인듐-틴-옥사이드(ITO)로서 형성할 수도 있으며, 이<82>

경우 상기 금속층의 패터하여 데이터 배선(미도시)만을 형성한 후, 인듐-틴-옥사이드(ITO)를 상기 데이터 배선

(미도시) 위로 전면에 형성한 후 상기 화소전극(218)을 형성할  때 상기 데이터 배선(미도시)과 연결되는 소스

전극과 이와 이격하며 상기 화소전극과 연결되는 드레인 전극을 형성할 수도 있다.

다음, 도 7c에 도시한 바와 같이, 상기 노출된 소스 및 드레인 전극(213, 215)과 데이터 배선(210) 및 화소전극<83>
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(218)이 형성된 기판(201)을 헤드그룹이 사이올기(-SH)나 시안기(-CN) 또는 실란기(-SiCl3) 가지며, 이와 연결

되어 8개 내지 15개의 탄소로 이루어진 주사슬부분을 가지며, 상기 주사슬 부분의 끝단에 그 상부에 형성되는

유기 반도체층의 타입에 따라 화학 주기율표상에서 17족 그룹에 속하는 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는

1족 그룹에 속하는 나트륨(Na) 또는 리튬(Li) 중 하나로 이루어진 엔드그룹을 갖는 제 1 자기 조립 단분자 물질

용액(219)에  노출(도면에서는  디핑(dipping)방식으로  진행됨을  보임)시키는  1차  SAM(self-assembled

monolayer) 처리를 실시함으로써 상기 소스 및 드레인 전극(213, 215)과 데이터 배선(미도시) 및 화소전극(21

8)의 표면에 제 1 자기 조립 단분자층(220)을 형성한다.

이때, 사이올기(-SH)나 시안기(-CN)의 헤드그룹을 갖는 자기 조립 단분자 물질 용액(219)과 유리 또는 플라스틱<84>

재질의 기판(201)과는 반응하지 않으므로 이 경우는 상기 제 1 자기 조립 단분자층(220)은 상기 소스 및 드레인

전극(213, 215)과 화소전극(218)과 데이터 배선(미도시) 상부에만 형성되게 된다. 

한편,  상기  소스  및  드레인  전극(213,  215)이  알루미늄(Al)으로  이루어진  경우는  그  헤드그룹이  실란기(-<85>

SiCl3)를 갖는 제 1 자기 조립 단분자 물질 용액(219)에 노출처리하게 되며, 이 경우 상기 실란기(-SiCl3)는 알

루미늄(Al)  이외의  유리,  플라스틱,  버퍼층(미도시)을  이루는  산화실리콘  또는  질화실리콘과도  반응하게

되므로, 전면에 제 1 자기 조립 단분자층이 형성되게 된다. 도면에서는 상기 소스 및 드레인 전극을 금(Au) 또

는 은(Ag)으로 형성한 것을 일례로서 도시하였으므로 이 단계에서는 상기 소스 및 드레인 전극(213, 215) 사이

의 이격영역에는 제 1 자기 조립 단분자층(220)이 형성되지 않음을 보이고 있다.

다음, 도 7d에 도시한 바와 같이, 상기 소스 및 드레인 전극(213,  215)과 데이터 배선(미도시) 및 화소전극<86>

(218) 상에 제 1 자기 조립 단분자층(220)이 형성된 기판(201)에 대해 산소 플라즈마 공정을 진행한 후, 그 헤

드그룹이 실란기(-SiCl3)를 가지며, 엔드그룹은 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는 1족 그룹에 속하는 나트

륨(Na) 또는 리튬(Li) 중 하나로 이루어지며, 이들 엔드그룹과 헤드그룹을 연결시키는 8개 내지 15개의 탄소로

이루어진 주사슬부분을 갖는 제 2  자기 조립 단분자 물질 용액(미도시)에 노출시킴으로써 상기 노출된 기판

(201) 또는 버퍼층(미도시) 상에 제 2 자기 조립 단분자층(222)을 형성한다.

이때, 상기 산소 플라즈마 공정은 좀 더 원활하게 산화실리콘 또는 질화실리콘의 버퍼층 표면이나 플라스틱 또<87>

는 유리 재질의 기판(201) 표면에 상기 제 2 자기 조립 단분자층(222)을 형성하기 위해 진행하는 공정이 되며,

생략할 수 있다.   이러한 단계까지 완성하게 되면, 기판(201) 전체에 대해 그 엔드그룹이 플루오르 계열

의 CFn(n은 자연수) 또는 1족 그룹에 속하는 나트륨(Na) 또는 리튬(Li) 중 하나로 이루어진 제 1 또는 제 2 자

기 조립 단분자층(220, 222)이 형성되게 된다.

다음, 도 7e에 도시한 바와 같이, 상기 제 1, 2 자기 조립 단분자층(220, 222) 위로 액상의 유기 반도체 물질<88>

예를들면 p타입 특성을 갖는 액상의 펜타신(pentacene) 또는 폴리사이오펜(polythiophene)이나 또는 n타입 특성

을  갖는  Carbon  nanotube,  C60,  Fluorinated  tetracyanoquinodimethane(TCNQ)계열,  Fluorinated  1,4,5,8-

naphthalene  tetracarboxylic  dianhydride(NTCDA)계열,  N-N'  diphenyl-3,4,9,10  perylene  tetracarboxylic

diimide (PTCDI-ph)계열 및 이의 Fluorinated(수소자리에 Fluoro가 치환된 형태임.)물질, Fluorinated copper

phthalocyanine (F16CuPc) 중 선택된 하나의 물질을 잉크젯 장치, 노즐(nozzle) 코팅 장치, 바(bar) 코팅 장치,

슬릿(slit) 코팅장치, 스핀(spin) 코팅장치 또는 프린팅 장치 등을 이용하여 전면에 코팅함으로써 유기 반도체

물질층(230)을 형성한다. 이때, 상기 제 1 또는 제 2 자기 조립 단분자층(220, 222)의 엔드그룹이 전자 친화도

가 큰 것을 특징으로 하는 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수)으로 이루어진 경우는 p타입의 유기 반도체 물질층

(230)을 형성하며, 전기 음성도가 큰 것을 특징으로 하는 1족 그룹에 속하는 나트륨(Na) 또는 리튬(Li)으로 이

루어진 경우 n타입의 유기 반도체 물질층(230)을 형성한다. 

다음, 연속하여 상기 p타입 또는 n타입의 유기 반도체 물질층(230) 위로 유기 절연물질 예를들면 플루오루폴리<89>

머(fluoropolymer)를  전술한 코팅장치 중 하나의 장치를 이용하여 전면에 코팅함으로써 게이트 절연 물질층

(235)을 형성한다. 

이후, 상기 게이트 절연 물질층(235) 위로 건식식각이 용이한 금속물질 예를들면 몰리브덴(Mo) 또는 크롬(Cr)을<90>

증착함으로써 제 2 금속층(240)을 형성한다. 

다음, 도 7f에 도시한 바와 같이, 상기 제 2 금속층(도 7e의 240) 위로 포지티브 타입의 감광성 특성을 갖는 유<91>

기 절연물질인 포토아크릴 또는 PVA(poly vinyl alcohol)를 도포하여 감광성 유기절연층(미도시)을 형성하고 이

를 노광, 현상함으로써 감광성 유기패턴(281)을 형성한다.
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이후, 상기 감광성 유기패턴(281)을 식각 마스크로하여 드라이 에칭을 진행하여 상기 감광성 유기패턴(281) 외<92>

부로 노출된 상기 제 2 금속층(도 7e의 240)과 그 하부의 게이트 절연물질층(도 7e의 235)과 p타입 또는 n타입

의 유기 반도체 물질층(도 7e의 230)을 동시에 제거함으로써 상기 스위칭 영역(TrA)에 아일랜드 형상의 게이트

전극(241)과 그 하부로 이와 동일한 크기 및 패턴 형태를 갖는 게이트 절연막(236)과 p타입 또는 n타입 유기 반

도체층(231)을 형성한다. 

이때, 상기 드라이 에칭에 의해 상기 게이트 전극(241)에 대응되는 영역 이외의 영역에 형성된 상기 제 1, 2 자<93>

기 조립 단분자층(220, 222)은 제거됨으로써 상기 화소전극(218)과 소스 및 드레인 전극(213, 215) 일부 및 데

이터 배선(210)은 현 단계에서는 노출되게 된다.  

다음, 도 7g에 도시한 바와 같이, 전면 노광을 한 후 현상하거나 또는 애싱(ashing)을 진행함으로써 상기 게이<94>

트 전극(241) 상부에 남아있는 감광성 유기패턴(도 7f의 281)을 제거한다. 이때, 전면 노광 후 현상을 진행하게

되면 상기 유기 반도체층의 측면이 상기 현상액에 노출되지만, 상기 감광성 유기패턴(도 7f의 281)은 그 현상액

이 KOH(포토아크릴의 현상액) 또는 순수(DI, PVA의 현상액)가 되므로 영향을 주지 않는 바, 문제되지 않는다. 

이때, 만약 애싱(ashing)을 통해 상기 감광성 유기패턴(도 7f의 281)을 제거하는 경우, 상기 감광성 유기패턴<95>

(도 7f의 281)은 일반적인 패터닝 시 주로 이용하는 포토레지스트로 형성할 수도 있다.

다음, 상기 노출된 게이트 전극(241) 위로 감광성 유기 절연물질인 포토아크릴 또는 PVA(poly vinyl alcohol)를<96>

상기  게이트  전극(241)  위로  전면에  전술한  코팅장치  중  하나를  이용하여  코팅함으로써  보호층(250)을

형성한다. 이후, 상기 보호층(250)을 패터닝함으로써 각 화소영역(P)내의 상기 게이트 전극(241) 일부로 노출시

키는 게이트 콘택홀(253)과 상기 화소전극(218)을 노출시키는 오픈부(op)를 형성한다. 

다음,  도 7h에 도시한 바와같이, 상기 게이트 콘택홀(253)을 갖는 보호층(250)  위로 금속물질 예를들면, 금<97>

(Ag), 은(Ag), 알루미늄(Al), 알루미늄 합금(AlNd), 몰리브덴(Mo), 구리(Cu), 구리합금 중에서 선택되는 하나의

물질을 증착하고, 이를 마스크 공정을 진행하여 패터닝함으로써 상기 게이트 콘택홀(253)을 통해 게이트 전극

(241)과 접촉하며, 상기 데이터 배선(미도시)과 교차하여 상기 화소영역(P)을 정의하는 게이트 배선(260)을 형

성한다. 

이때, 상기 게이트 배선(260)은 상기 화소전극(218)의 끝단부와 일부 중첩하도록 형성함으로써 더욱 정확히는<98>

상기 게이트 배선(260)이 형성되는 부분에 대응하여 상기 화소전극(218) 형성 시 그 일끝단부가 상기 게이트 배

선(260)이 형성되는 부분과 대응되는 영역까지 연장 형성되도록 함으로써 이들 중첩되는 부분이 스토리지 커패

시터(StgC)를 이루도록 함으로써 본 발명의 제 1 또는 제 2 실시예 따른 유기 박막트랜지스터(Tr)를 포함하는

액정표시장치용 어레이 기판(201)을 완성한다. 

<제 3 실시예><99>

도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의<100>

화소영역에 대한 단면도이다.

전술한 제 1 및 제 2 실시예에서는 유기 박막트랜지스터가 탑 게이트 구조인 것을 일례로 보이고 있으나, 본 발<101>

명의 제 3 실시예에 있어서는 보텀 게이트 구조 유기 박막트랜지스터를 구비한 액정표시장치용 어레이 기판을

제시한다.

도시한 바와 같이, 투명한 유리 또는 플라스틱 재질의 기판(301) 상에 저저항 금속물질로써 일방향으로 연장하<102>

는 게이트 배선(308)이 형성되어 있으며, 스위칭 영역(TrA)에는 상기 게이트 배선(308)과 연결되며 게이트 전극

(310)이 형성되어 있다. 이때, 상기 게이트 배선(308)과 게이트 전극(310) 하부에는 무기절연물질 예를들면 산

화실리콘(SiO2) 또는 질화실리콘(SiNx)으로 이루어진 버퍼층(미도시)이 더욱 형성될 수도 있다.

또한, 상기 게이트 배선(308)과 게이트 전극(310) 위로 전면에 게이트 절연막(325)이 형성되어 있으며, 상기 게<103>

이트 절연막(325) 위로 상기 게이트 배선(308)과 교차하여 화소영역(P)을 정의하며 데이터 배선(미도시)이 형성

되어 있으며, 상기 스위칭 영역(TrA)에는 금(Au), 은(Ag), 인듐-틴-옥사이드(ITO), 알루미늄(Al) 중에서 선택되

는 하나의 물질로써 서로 이격하며 소스 및 드레인 전극(330, 333)이 형성되어 있다. 이때, 상기 데이터 배선

(미도시)과 소스 전극(330)은 서로 연결되고 있다.

또한, 화소영역(P)에는 상기 드레인 전극(333)과 연결되며 투명 도전성 물질로 이루어진 화소전극(338)이 형성<104>

되어 있으며, 상기 스위칭 영역(TrA)에 있어 상기 소스 및 드레인 전극(330, 333) 상부에는 전술한 제 1 및 제
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2 실시예에서 언급한 구조를 갖는 제 1 자기 조립 단분자층(340)이 형성되어 있다. 이러한 제 1 자기 조립 단분

자층(340)의 구조에 대해서는 제 1 및 제 2 실시예에서 언급하고 있는 바, 그 설명은 생략한다.

이때, 상기 소스 및 드레인 전극(330, 333) 사이의 이격영역에 있어서도 제 2 자기 조립 단분자층(미도시)이 더<105>

욱  형성될  수도  있다.  이러한  제  2  자기  조립  단분자층의  구조  또한  제  2  실시예를  통해  설명하였는바

생략한다.

다음, 상기 제 1 자기 조립 단분자층(340) 위로 상기 서로 마주하는 소스 및 드레인 전극(330, 333)의 끝단과<106>

이들 두 전극(330, 333) 사이의 이격영역에 n타입 또는 p타입의 유기 반도체층(345)이 형성되고 있다. 이때 상

기 유기 반도체층(345)의 타입은 하부에 형성된 제 1 자기 조립 단분자층(340)의 엔드그룹에 따라 달라지게 되

며, 이 또한 제 1 및 제 2 실시예에서 이미 설명하였으므로 그 설명은 생략한다. 

한편 상기 기판(301)상에 적층된 상기 게이트 전극(310)과 게이트 절연막(325)과 서로 이격하는 소스 및 드레인<107>

전극(330, 333)과 제 1 (및 제 2 )자기 조립 단분자층(340)과 유기 반도체층(345)은 보텀 게이트 구조의 유기

박막트랜지스터(Tr)를 이루게 된다.

다음, 상기 유기 반도체층(345) 상부에는 상기 화소전극(338)을 노출시키는 오픈부(op)를 갖는 보호층(350)이<108>

더욱 형성됨으로써 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 박막트랜지스터(Tr)를 포함하는 액정표시장치용 어레이

기판(301)을 이루고 있다.

이러한 보텀 게이트 구조의 유기 박막트랜지스터(Tr)를 포함하는 제 3 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이 기<109>

판(301)에 있어서도 금속재질인 소스 및 드레인 전극(330, 333)과 그 상부에 형성되는 유기 반도체층(345) 사이

에 그 엔드그룹이 플루오르 계열의 CFn(n은 자연수) 또는 주기율표 상의 1족 그룹인 나트륨(Na) 또는 리튬(Li)

으로 이루어진 자기 조립 단분자층을 더욱 구성하여 접촉저항을 저감시킴으로써 구동전압을 낮추고, 나아가 유

기 반도체층(345)의 결정성을 향상시킴으로써 유기 박막트랜지스터(Tr)의 특성을 향상시키게 된다.

    발명의 효과

본 발명에 의한 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판은 소스 및 드레인 전극과 이들 전<110>

극 상부에 형성되는 유기 반도체층 사이에 상기 유기 반도체층의 타입에 따라 특정 화학물질을 그 엔드그룹으로

하는 자기 조립 단분자층을 더욱 구비함으로써 그 계면에서의 접촉 저항을 낮추어 구동전압을 저감시키는 효과

가 있으며, 계면 특성이 향상되며 유기 반도체층의 결정성을 향상시킴으로써 최종적으로 유기 박막트랜지스터의

특성을 향상시키는 효과가 있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치의 분해사시도.<1>

도 2는 종래의 유기 반도체 물질을 이용한 유기 반도체층을 갖는 어레이 기판을 제조하는 과정 중, 유기 반도체<2>

물질을 이용하여 유기 반도체층을 형성한 단계까지를 도시한 단면도.

도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의<3>

화소영역에 대한 단면도.

도 4a와 도 4b는 본 발명에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판에 이용되는 자기<4>

조립 단분자 물질의 구조를 도시한 도면.

도 5는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의<5>

화소영역에 대해 단면도.

도 6은 유기 반도체층 내에서의 I-V 특성을 나타낸 그래프.<6>

도 7a 내지 도 7h는 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의 화소영역에 대한 제조<7>

단계별 공정 단면도.

도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 유기 박막트랜지스터를 포함하는 액정표시장치용 어레이 기판의 하나의<8>

화소영역에 대한 단면도.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명><9>
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101 : 기판                         113 : 소스 전극                    <10>

115 : 드레인 전극                  118 : 화소전극                     <11>

120 : 자기 조립 단분자층           131 : 유기 반도체층<12>

136 : 게이트 절연막                141 : 게이트 전극<13>

150 : 보호층                       153 : 게이트 콘택홀<14>

160 : 게이트 배선                  op : 오픈부                      <15>

P : 화소영역                       StgC : 스토리지 커패시터<16>

Tr : 유기 박막트랜지스터<17>

TrA : 스위칭 영역                    <18>

           <19>

도면

    도면1
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    도면2

    도면3

    도면4a
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    도면4b

    도면5
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    도면6

    도면7a

    도면7b
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    도면7c

    도면7d

    도면7e
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    도면7f

    도면7g

    도면7h
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    도면8
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专利名称(译) 一种用于液晶显示器的阵列基板

公开(公告)号 KR1020080092705A 公开(公告)日 2008-10-16

申请号 KR1020070036398 申请日 2007-04-13

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 NOH YOUNG HOON

发明人 NOH, YOUNG HOON

IPC分类号 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/1368 H01L27/124 H01L27/1288 H01L27/3274 H01L29/786

其他公开文献 KR101380225B1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供了一种用于LCD（液晶显示）装置的阵列基板，以根据源电极和漏
电极之间的有机半导体层的类型以及形成于其中的有机半导体层的类
型，安装使用特定化学物质作为端基的磁性组件单层。 源电极和漏电极
的上部，从而减小界面中的接触电阻，从而降低驱动电压。 用于LCD装
置的阵列基板包括基板（101），栅极（160）和数据线，有机TFT（薄
膜晶体管）和像素电极（118）。 栅极线和数据线彼此交叉以定义像素
区域（P）。 有机TFT连接到像素区域中的栅线和数据线，并且由彼此隔
开的源电极和漏电极（113,115），有机半导体层（131），栅绝缘膜
（136），栅电极组成。 （141）和第一磁性组件单层（120）。 像素电
极连接到像素区域上的漏极。 第一磁性组件单层与源极和漏极接触。 有
机半导体层之间的头基与源电极和漏电极接触。 端基与有机半导体层接
触。 端基由属于氟CF n的化学物质之一（其中n为自然数）或周期表的
第1组组成。
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040153627/publication/KR20080092705A?q=KR20080092705A

